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正誤表
本書中に訂正箇所等がございました．お手数をおかけしますが，下記ご参照いただけますようお願い申し
あげます．（2022年 6月 14日）

■第 1版第 4刷（2021年 1月 25日発行）の修正箇所
ページ 場所 修正前 修正後 補足 掲載
227 問題4:①の計算式 XG1=2 + 10=12 [%] %XG1=2 + 10=12 [%] 22/6/14

228 問題4:①の計算式 200M

200M

400M
200M
500M

X=XG+ Xl=3.53 + 6.88=10.41 [%]

= 5 [%]XG2=2 + 10

5 + 12
5×12 =3.53 [%]XG =

250K2

2
0.43×200

=6.88 [%]Xl=

200M

200M

400M
200M
500M

%X=%XG+%Xl= 3.53 + 13.76= 17.29 [%]

= 5 [%]%XG2= 2 + 10

5 + 12
5×12 = 3.53 [%]%XG =

(250k)2

2
0.43×200

×100= 13.76 [%]%Xl=

22/6/14

228 問題4:②の計算式
=9.61 [p.u.]P3S= =1

100
X 0.1041

1 =5.78[p.u.]P3S= =1

100
X 0.1729

1
22/6/14

228 問題4:③の計算式
I3S [A] = P3S [p.u.]×

3Vbase

Sbase

200M = 4 440 [A]= 9.61
3 250k

I3S [A] = P3S [p.u.]×
3Vbase

Sbase

200M = 2 671 [A]= 5.78
3 250k

22/6/14

■第 1版第 3刷（2017年 2月 13日発行）の修正箇所
ページ 場所 修正前 修正後 補足 掲載

14 下から4行目 ガラス繊維で被服する ガラス繊維で被覆する 18/7/18

32 ☆この章で使う基礎
事項☆3行目

導体の抵抗率〔Ω/m〕 導体の抵抗率〔Ω･m〕
18/7/18

216 (13-11)式 e= cosθR +sinθR
X
R

⎛
⎝
⎜⎜⎜

⎞
⎠
⎟⎟⎟ ixdl∫

= RcosθR R+ XsinθR( ) f I= S f I

e= cosθR +sinθR
X
R

⎛
⎝
⎜⎜⎜

⎞
⎠
⎟⎟⎟ irdl∫

= RcosθR R+ XsinθR( ) f I= S f I

19/11/26

227 下から6行目 ⑺　界磁電流 ⑺　界磁電流，⑻　サイリスタバルブ（サ
イリスタ）

赤字部分を追記
18/7/18

227 問題4:①の計算式 XG1=2 + 10=12 [%] %XG1=2 + 10=12 [%] 22/6/14

228 問題4:①の計算式 200M

200M

400M
200M
500M

X=XG+ Xl=3.53 + 6.88=10.41 [%]

= 5 [%]XG2=2 + 10

5 + 12
5×12 =3.53 [%]XG =

250K2

2
0.43×200

=6.88 [%]Xl=

200M

200M

400M
200M
500M

%X=%XG+%Xl= 3.53 + 13.76= 17.29 [%]

= 5 [%]%XG2= 2 + 10

5 + 12
5×12 = 3.53 [%]%XG =

(250k)2

2
0.43×200

×100= 13.76 [%]%Xl=

22/6/14

228 問題4:②の計算式
=9.61 [p.u.]P3S= =1

100
X 0.1041

1 =5.78[p.u.]P3S= =1

100
X 0.1729

1
22/6/14



ページ 場所 修正前 修正後 補足 掲載
228 問題4:③の計算式

I3S [A] = P3S [p.u.]×
3Vbase

Sbase

200M = 4 440 [A]= 9.61
3 250k

I3S [A] = P3S [p.u.]×
3Vbase

Sbase

200M = 2 671 [A]= 5.78
3 250k

22/6/14

235 問題5の計算式と解答）送電端電流 I = 500k
3 ⋅6.3k ⋅0.85

= 53.91[A]

DV =
1
2
⋅ 3 ⋅ I ⋅S= 418.8[V]

eb =
418.8
6.3k

*100= 66.5[%]

送電端電流 I = 500k
3 ⋅6.3k ⋅0.85

= 53.91[A]

DV =
1
2
⋅ 3 ⋅ I ⋅S= 418.8[V]

eb =
418.8
6.3k

*100= 6.65[%]

20/8/12

235 問題6の計算式 7.14k− Xc

70k
= 0.75

Xc= 71.4k−70k ⋅0.75=18.9[kvar]

′S = 70k 0.8=87.5 [kV⋅A]

DP = 1002−87.5 2

1002
= 0.234→ 23.4%の減少

71.4k− Xc

70k
= 0.75

Xc= 71.4k−70k ⋅0.75=18.9[kvar]

′S = 70k 0.8=87.5 [kV⋅A]

DP = 1002−87.5 2

1002
= 0.234→ 23.4%の減少

20/8/12

■第 1版第 2刷（2013年 10月 28日発行）の修正箇所
ページ 場所 修正前 修正後 補足 掲載

14 下から4行目 ガラス繊維で被服する ガラス繊維で被覆する 18/7/18

32 ☆この章で使う基礎
事項☆3行目

導体の抵抗率〔Ω/m〕 導体の抵抗率〔Ω･m〕
18/7/18

68 問題4の3行目 すべき短絡故障電流 I3S〔A〕を すべき三相短絡電流I3S〔A〕を 16/12/20

124 下から8行目 K = 1 

|1− j
Rg

X1
|

K = 3 

|1− j
Rg

X1
| 16/12/20

172 15行目 0.4〔μT〕以上磁界を浴びた場合は， 0.4〔μT〕以上磁界を常時浴び続けた場
合は， 16/12/20

172 下から3行目～ 磁界についての規制は現在のところない．磁界についての規制は200〔μT〕以下と
なっている．

技術基準の改正
により 16/12/20

187 15行目 東清水：現状100〔MW〕，将来300〔MW〕）東清水：現状300〔MW〕） 現在の設備に記
述を合わせた 16/12/20

191 下から6行目 在では400〔MW〕，±150〔kV〕の 在では800〔MW〕，±320〔kV〕の 現在の設備に記
述を合わせた 16/12/20

216 (13-11)式 e= cosθR +sinθR
X
R

⎛
⎝
⎜⎜⎜

⎞
⎠
⎟⎟⎟ ixdl∫

= RcosθR R+ XsinθR( ) f I= S f I

e= cosθR +sinθR
X
R

⎛
⎝
⎜⎜⎜

⎞
⎠
⎟⎟⎟ irdl∫

= RcosθR R+ XsinθR( ) f I= S f I

19/11/26

227 下から6行目 ⑺　界磁電流 ⑺　界磁電流，⑻　サイリスタバルブ（サ
イリスタ）

赤字部分を追記
18/7/18

227 問題4:①の計算式 XG1=2 + 10=12 [%] %XG1=2 + 10=12 [%] 22/6/14

228 問題4:①の計算式 200M

200M

400M
200M
500M

X=XG+ Xl=3.53 + 6.88=10.41 [%]

= 5 [%]XG2=2 + 10

5 + 12
5×12 =3.53 [%]XG =

250K2

2
0.43×200

=6.88 [%]Xl=

200M

200M

400M
200M
500M

%X=%XG+%Xl= 3.53 + 13.76= 17.29 [%]

= 5 [%]%XG2= 2 + 10

5 + 12
5×12 = 3.53 [%]%XG =

(250k)2

2
0.43×200

×100= 13.76 [%]%Xl=

22/6/14

228 問題4:②の計算式
=9.61 [p.u.]P3S= =1

100
X 0.1041

1 =5.78[p.u.]P3S= =1

100
X 0.1729

1
22/6/14



ページ 場所 修正前 修正後 補足 掲載
228 8行目 ③　短絡容量P3s〔A〕は， ③　三相短絡電流 I3s〔A〕は， 16/12/20

228 9行目 P3s〔A〕= I3s〔A〕= 16/12/20

228 問題4:③の計算式
P3S[A] = P3S [p.u.]×

3Vbase

Sbase

200M = 4 440 [A]= 9.61
3 250k

I3S [A] = P3S [p.u.]×
3Vbase

Sbase

200M = 2 671 [A]= 5.78
3 250k

22/6/14

235 問題5の計算式と解答）送電端電流 I = 500k
3 ⋅6.3k ⋅0.85

= 53.91[A]

DV =
1
2
⋅ 3 ⋅ I ⋅S= 418.8[V]

eb =
418.8
6.3k

*100= 66.5[%]

送電端電流 I = 500k
3 ⋅6.3k ⋅0.85

= 53.91[A]

DV =
1
2
⋅ 3 ⋅ I ⋅S= 418.8[V]

eb =
418.8
6.3k

*100= 6.65[%]

20/8/12

235 問題6の計算式 7.14k− Xc

70k
= 0.75

Xc= 71.4k−70k ⋅0.75=18.9[kvar]

′S = 70k 0.8=87.5 [kV⋅A]

DP = 1002−87.5 2

1002
= 0.234→ 23.4%の減少

71.4k− Xc

70k
= 0.75

Xc= 71.4k−70k ⋅0.75=18.9[kvar]

′S = 70k 0.8=87.5 [kV⋅A]

DP = 1002−87.5 2

1002
= 0.234→ 23.4%の減少

20/8/12

■第 1版第 1刷（2011年 1月 7日発行）の修正箇所
ページ 場所 修正前 修正後 補足 掲載

14 下から4行目 ガラス繊維で被服する ガラス繊維で被覆する 18/7/18

32 ☆この章で使う基礎
事項☆3行目

導体の抵抗率〔Ω/m〕 導体の抵抗率〔Ω･m〕
18/7/18

44 下から3行目
×

=

a11　a12

a21　a22

a11b11+a12b21

a21b11+a22b21

a11b12+a12b22

a21b12+a22b22

b11　b12

b21　b22
×

=

a11　a12

a21　a22

a11b11+a12b21

a21b11+a22b21

a11b12+a12b22

a21b12+a22b22

b11　b12

b21　b22

行列式の記号
（|　|）を，行列
の 記 号（[　]）
へ

15/1/27

50 (5-14)式




cosh γX

cosh γX

Zs sinh γX

sinh γX1
Zs





×=

=

Vr

Ir





×
Vr

Ir





A
C





B
D





Vs

Is





cosh γX

cosh γX

Zs sinh γX

sinh γX1
Zs





×=

=

Vr

Ir





×
Vr

Ir





A
C





B
D





Vs

Is

行列式の記号
（|　|）を，行列
の 記 号（[　]）
へ 15/1/27

54 (5-23)式
Qr  = − 

Vs
2

Z
 sin θ+

VsVr

Z
 sin(δ−θ)  

= − 
Vs

2

Z
 cos α+

VsVr

Z
 cos(δ+α)

Qr  = − 
Vr

2

Z
 sin θ+

VsVr

Z
 sin(δ−θ)  

= − 
Vr

2

Z
 cos α+

VsVr

Z
 cos(δ+α)

15/1/27

56 図5-16左下部 ( Vr
2R

Z2 ，
Vr

2X
Z2 ) (− 

Vr
2R

Z2
，− 

Vr
2X

Z2
) 赤字部分を追加

15/1/27

68 問題4の3行目 すべき短絡故障電流 I3S〔A〕を すべき三相短絡電流I3S〔A〕を 16/12/20

95 10行目
− 

Z2Q + XVr
2

Vr(2P･R + 2Q･X + Vr
2)

Vr

−
 

Z2Q + XVr
2

Vr(2P･R + 2Q･X + 2Vr
2 − Vs

2)
ΔQ 

Vr

赤字部分を追加
15/1/27

95 11行目 − 
XΔQ

2R･Q + Vr
2

− 
XΔQ

2X･Q + Vr
2 15/1/27

106 図8-6のなかの図題 (c)　送電線逆相分回路 (c)　送電線零相分回路 15/1/27

124 11行目 Vb = [(a2 − 1)+ 1 

1− j
Rg

X1

]Ea Vb = [(a2 − 1)+ 3 

1− j
Rg

X1

]Ea 15/1/27



ページ 場所 修正前 修正後 補足 掲載
124 13行目 K = 1 

|1− j
Rg

X1
|

K = 3 

|1− j
Rg

X1
| 16/12/20

160 下側の図の図番 図10-12 図10-13 15/1/27

165 6行目 -60〔ms〕以下，その他の送電線で -60〔ms〕以下，500〔kV〕以外の超高
圧送電線では430〔V〕-1〔s〕以下，そ
の他の送電線で

赤字部分を追加
15/1/27

172 15行目 0.4〔μT〕以上磁界を浴びた場合は， 0.4〔μT〕以上磁界を常時浴び続けた場
合は， 16/12/20

172 下から3行目～ 磁界についての規制は現在のところない．磁界についての規制は200〔μT〕以下と
なっている．

技術基準の改正
により 16/12/20

187 15行目 東清水：現状100〔MW〕，将来300〔MW〕）東清水：現状300〔MW〕） 現在の設備に記
述を合わせた 16/12/20

191 下から6行目 在では400〔MW〕，±150〔kV〕の 在では800〔MW〕，±320〔kV〕の 現在の設備に記
述を合わせた 16/12/20

215 中央の図の図番 図13-16 図13-19 15/1/27

216 (13-11)式 e= cosθR +sinθR
X
R

⎛
⎝
⎜⎜⎜

⎞
⎠
⎟⎟⎟ ixdl∫

= RcosθR R+ XsinθR( ) f I= S f I

e= cosθR +sinθR
X
R

⎛
⎝
⎜⎜⎜

⎞
⎠
⎟⎟⎟ irdl∫

= RcosθR R+ XsinθR( ) f I= S f I

19/11/26

223 図13-14 ※1と差替え 15/1/27

227 下から6行目 ⑺　界磁電流 ⑺　界磁電流，⑻　サイリスタバルブ（サ
イリスタ）

赤字部分を追記
18/7/18

227 問題4:①の計算式 XG1=2 + 10=12 [%] %XG1=2 + 10=12 [%] 22/6/14

228 問題4:①の計算式 200M

200M

400M
200M
500M

X=XG+ Xl=3.53 + 6.88=10.41 [%]

= 5 [%]XG2=2 + 10

5 + 12
5×12 =3.53 [%]XG =

250K2

2
0.43×200

=6.88 [%]Xl=

200M

200M

400M
200M
500M

%X=%XG+%Xl= 3.53 + 13.76= 17.29 [%]

= 5 [%]%XG2= 2 + 10

5 + 12
5×12 = 3.53 [%]%XG =

(250k)2

2
0.43×200

×100= 13.76 [%]%Xl=

22/6/14

228 問題4:②の計算式
=9.61 [p.u.]P3S= =1

100
X 0.1041

1 =5.78[p.u.]P3S= =1

100
X 0.1729

1
22/6/14

228 8行目 ③　短絡容量P3s〔A〕は， ③　三相短絡電流 I3s〔A〕は， 16/12/20

228 9行目 Pss〔A〕= I3s〔A〕= 16/12/20

228 問題4:③の計算式
P3S[A] = P3S [p.u.]×

3Vbase

Sbase

200M = 4 440 [A]= 9.61
3 250k

I3S [A] = P3S [p.u.]×
3Vbase

Sbase

200M = 2 671 [A]= 5.78
3 250k

22/6/14

235 問題5の計算式と解答）送電端電流 I = 500k
3 ⋅6.3k ⋅0.85

= 53.91[A]

DV =
1
2
⋅ 3 ⋅ I ⋅S= 418.8[V]

eb =
418.8
6.3k

*100= 66.5[%]

送電端電流 I = 500k
3 ⋅6.3k ⋅0.85

= 53.91[A]

DV =
1
2
⋅ 3 ⋅ I ⋅S= 418.8[V]

eb =
418.8
6.3k

*100= 6.65[%]

20/8/12



ページ 場所 修正前 修正後 補足 掲載
235 問題6の計算式 7.14k− Xc

70k
= 0.75

Xc= 71.4k−70k ⋅0.75=18.9[kvar]

′S = 70k 0.8=87.5 [kV⋅A]

DP = 1002−87.5 2

1002
= 0.234→ 23.4%の減少

71.4k− Xc

70k
= 0.75

Xc= 71.4k−70k ⋅0.75=18.9[kvar]

′S = 70k 0.8=87.5 [kV⋅A]

DP = 1002−87.5 2

1002
= 0.234→ 23.4%の減少

20/8/12

図表

※1

ib

ib

2ib

0.1 〔Ω〕

0.1 〔Ω〕

0.1 〔Ω〕

バランサ

60〔A〕

40〔A〕

　　　　　　　　　　　　　　　　（修正後の図）


